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  P دزیمتري اشعه گاما با استفاده از ترانزیستور ٤٦MOSFET تجاري 
 

  ،حمید 1آراسمیه؛ نقش، *1، صالح؛ طامه1اشرفی
 اي دانشگاه تبریز ،دانشکده فیزیک ، گروه فیزیک هسته .1

  
  :چکیده

در اثر پرتودهی گاما  تجاري MOSFETتغییر ولتاژ آستانه تعدادي از ترانزیستورهاي 
هاي تجاري نوع  MOSFETها نشان داد تغییرات ولتاژ آستانه در گیري نتایج اندازه. بررسی شد
IRF840  3 وN163 بـا کالیبراسـیون ایـن    . شده متناسب است جذب به طور خطی با میزان دز

 .                  دکر   هاي گاما استفادهها به عنوان دزیمتر تابشتوان از آنترانزیستورها می

فلـز، پرتـودهی، دز تابشـی،     اکسـید  رسانايترانزیستور اثر میدان نیمه دزیمتري، :هاکلید واژه 
  حساسیت

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  




